
ミスト CVD 法による-In2xGa2-2xO3混晶薄膜の成長 

Epitaxial -In2xGa2-2xO3 thin films grown by mist chemical vapor deposition 
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 酸化ガリウム(Ga2O3)は 5つの結晶構造()を持つ結晶多形であり、従来のワイドバンド

ギャップ半導体であるGaNやAlNより大きいバンドギャップ(Eg = 約5.0 eV)を有する[1]。さらに、

準安定相の 1 つである相は GaN と同じ六方晶構造を取り、その結晶構造に起因する分極を有す

ることが報告されている[2][3]。 

 本研究では、ミスト CVD 法によって、-Ga2O3

と In2O3 の混晶 In2xGa2-2xO3 の薄膜成長を sapphire

基板上に行ったことについて報告する。また、

-Ga2O3と In2O3の原料にはそれぞれ GaCl3と InCl3

の溶液を用いた。 

Fig. 1 に sapphire 基板上に成長させた In2xGa2-2xO3

の In 組成比 x ごとの XRD 2-測定結果を示す。 

x = 0~0.174 の範囲では-In2xGa2-2xO3(0004)および

sapphire(0006)の回折ピークが観察された。

-In2xGa2-2xO3(0004)の回折ピークは In組成比 xの増

加に伴い低角側にシフトしている。また、x=0.244

では bcc-In2xGa2-2xO3(400)の回折ピークが観察され

ていることから相分離が生じていると考えられる。 

 次に-In2xGa2-2xO3薄膜の透過率を測定し、Fig. 2

に示す(h2 プロットから光学バンドギャップを

求めた。Fig. 2より In2xGa2-2xO3の光学バンドギャッ

プは In組成比 xの増加に伴い 5.0 eVから 4.5 eV程

度まで小さくなっていることがわかった。 
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